Mala P|Iote plasma polyvalent

pour le traitement du silicium

Fusion de silicium et de matériaux semiconducteurs en creusets
froids ou chauds, brassage électromagnétique

Injection controlée de gaz réactifs pour la purification du silicium
pour l'obtention de silicium de qualité solaire (SoG-Si)

Plasma thermique inductif pour accélerer les cinétiques

Caractérisations in-situ des espéces volatiles par spectroscopie
d’émission optique, caméra rapide et analyse chimique des gaz
ICP-OES

Performances/Capacités

Enceinte inox double paroi : ®=100cm, h=6ocm, 6 hublots
(®=20cm) pour spectroscopie, vide primaire/atmosphérique

Creusets froids : 3-10kg de capacité (Pmax=20cm), systéme de
rechargement, translation de 20cm sous puissance

Traitement des gaz : systéme d'échappement avec dilution et
contréle du résiduel H, et traitement des poussiéres

Torche plasma : torche a cage cuivre refroidie (d=40mm) a triple
zone d'injection (Générateur a tube 6okw — 2,6 MHz)

Systéme inductif : générateur Camari (200kW — 8kHz)

Injection de gaz par débitmétre massique: 12/3/3Nm3/h Ar, 2Nm3/h
H,, 1INm3/O,

Spectrométrie OES pour la post décharge plasma

Analyse chimique des gaz par ICP-OES

Acquisition en continu des parametres procédé

Description technique

Argon qualité 5.0
9000 Déetection O2, H2
! Générateur EFD triode 120 kW

. Temperature[K] ,
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8500 Générateur EFD CAMI 200kW
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£ Eau recyclée + sécurité eau ville
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o 8000 Spectrométre optique UV avec caméra CCD

E L Coffret prises tri+mono

e 7500 ICP-analyse gaz

Q Pompe a vide primaire + traitement gaz échappement
7000 (unité de dilution par air (3000Nm3/h), filtration, controle

I taux H2

6500 Volume de la chambre : 1 m3
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